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	 Siの高純度化の過程やインゴットからウェーハを製造する工程における切断や研磨、又は半導

体プロセスの後工程でのダイシング、バックグラインドなどにより、冷却水とともに大量の Si粉

スラッジが発生し、有効利用されず廃棄されている。廃棄される大きな問題の一つとして、水中

で Si粒子の酸化が進行し、多くの Siが酸化 Siとなって回収、再利用が困難になるという問題が

ある。そこで我々は、Si粉が酸化する原因として、表面に形成される不動態被膜(又は安定酸化膜)

に着目して、酸化進行の挙動とその抑制方法について検討した。 

	 ウェーハ製造過程の切断・研磨時に生成される、Si破片や微粒(粉体)化された Siの試料を作製

した。試料作製には、粉砕機を用い水中又は水溶液中で微粒化させ、その試料の酸化メカニズム

についての評価を行った。Si粒子は、水中又は水溶液中で Siインゴットを微粒化し、大気に触れ

ることなく、試料を採取した。粉砕条件により、BET 値の異なる試料を作製し、粒径の違いによ

る酸化挙動についても検討を行った。作製した Si粉を、200mlをビーカに移して各条件で保持し

た。(a)ビーカを 24時間静置(空気バブリングなし)、(b)ビーカ中溶液内にホースを設置して１時間

空気バブリングを実施後、24 時間静置。バブリングの気体導入量は、200ml スラッジ溶液に対し

て 50ml/minとした。いずれもビーカ底部に導入ホース先端を配置した。 

	 上記試料の SEM-EDX による元素分析を行ない、酸化量については、O/Si 原子％比で評価した

（加速電圧 5kV）。図１は、BET 値の異なる試料の処理、(a)空気バブリングなし、(b)空気バブリ

ングあり	 についての、酸化量の違いを示す、試料(b)では試料(a)に比べ明らかに多くの酸素が検

出された。水中でスラッジ粉が生成される場合、時間の経過と共に水素発生を伴い酸化が進行す

る。スラッジ溶液中に空気バブリングを行なうことにより、新生面に安定酸化膜が形成されるこ

とで深部までの酸化を抑制し酸素量を顕著

に軽減されることがわかった。以上より、空

気との反応により最表面に酸化膜が生成さ

れ、安定酸化膜として深部への酸化を抑制す

る。しかし、水中又は水溶液中では安定酸化

膜が形成されず、水との反応を繰り返し深部

まで酸化が進行することを確認できた。従っ

て、表面に安定酸化膜を形成させることで、

Si を高効率に回収することができる効果を

見出した。 
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